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revendi cHM dnadite seeppdactoas F%@éf'é'FP"cFé’“’quo | adite premiere dinmension est infe-
15 ri eur%‘pa"’%e’ 'I"’F'lg “"atpf‘d’(? ‘H'B @B (S'Hd“l a revendi cation 2, caracterise en ce

quo Iad|f°§° etfg t uR 9P 13 Bst  det er ni nee pour avoir une
di mensi off kge ' ?ﬁ@sﬁ"fp s'g' & | a seconde di nension de 0,6 um
appr oxi maet Fé qife P8 é'conde di - mension nest pas inf~rieure a 3

al m epdigAtd on 3, caracterise 25 en ce quo les
di stanceg,rB%l(a 2o fn@ perég?ﬁ%:grgog sﬁﬁﬂfiélsec,gnd trous de contact (13B, 13C, 13A)

et | es pgudfd Ites prem bre et seconde couches conductrices
i nfdrieures (1118 110 11A) sont determnmi nds comme etant approxim- 30

ti venmant pd&sdd sdlomidNelidtication 206dpRt6risne erreur d' alignement dudit notif de
masque. &n cdRCREG $0brae b deudintioncat i on 1, caractdris4 en ce quo ledit
CorQ?Seé&ﬂétemétpaurravﬁiﬂluﬁbdimBEsiqarré-nd 20n substrat sem -conducteur (16) et
une Touciude izgatians & seddnile Hiownste deW6 | edit substrat sem -conducteur (16). 6.
Proc6d4 smwlapprotiraativemeahdisq@t Ir secobde di-ar act eri se 40 en ce quo lesdits

el enent smension n'egmedtiodayres2 §20A 10B) dans |a surface dudit substrat semi-
conducteur (16), et une desdltes prenmi bre et seconde couches conductrices

i nf en‘bu?“é’?déf&'ﬂ' 'al'fvﬂd'ﬂ'ﬂl) sPARCEAW | &8 a un desdits el- 45 nents

seni - conﬂh?ﬁ@{?r'gs fistences anyp IRACs RIPRIeH ver t ure fornee dans | adite couche

i sol ant e®t 2‘5’&10 ?“ssdérc%ﬁﬁt Brﬂ?g ?—ﬁ‘\’e&*trode pour ledit 6l ment seni-conducteur.
50 7. Pr'§ 5 6, caract6risd en ce quo ledit premer

eu
mot i f de"(: son ﬁ:i comrr?eéan{approxlrdia-’al uinium 55 8

tivement de 0,7 um pour absorber une erreur
d'alignement dudit motif de masque.

6. Procédé selon la revendication 1, caractérisé
en ce que ledit corps semi~conducteur com- 35
prend un substrat semi-conducteur (16) et une
couche isolante (15) formée sur ledit substrat
semi-conducteur (16).

6. Procédé selon la revendication 5, caractérisé 40
eh ce que lesdits éléments semi-conducteurs
{10A, 10B) dans la surface dudit substrat semi-
conducteur (16), et une desdites premiére et
seconde couches conductrices inférieures
(11B, 11C; 11A) sont reliés & un desdits élé6- 45
ments semi-conducteurs (10A, 10B) via une
ouverture formée dans ladite couche isolante
(15) et servant comme électrode pour ledit
élément semi-conducteur.
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7. Procédé selon la revendication 8, caractérisé
en ce que ledit premier motif de cablage (11)
est formé en aluminium.



